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【序】AlNは室温のバンドギャップエネルギーが 6.01 eV（波長 206 nm）の直接遷移型半導体であ

り、深紫外（DUV）固体発光素子材料として有望である[1]。高い発光内部量子効率（int）を呈す

る AlN 薄膜を得るためには、非輻射再結合の原因となる貫通転位等の構造欠陥および Shockley-

Read-Hall 型の非輻射再結合中心となる複合点欠陥や不純物等を排除する必要がある[2,3]。近年、

サファイヤ上にスパッタ堆積させたAlNをアニールして形成するAlNテンプレート[4,5]がAlGaN

系 DUV 発光素子用基板として注目されている。本研究では、スパッタ AlN テンプレート上に

MOVPE成長させた AlN薄膜のカソードルミネッセンス（CL）および時間分解ルミネッセンス評

価等を行い、バンド端発光のintを制限する要因について考察した。 

【実験と結果】c面サファイヤ基板上にスパッタ堆積させた AlNをアニールすることにより貫通

転位密度 4-8108 cm-2程度の AlNテンプレートを作製し、その上に 1300 Cで AlN薄膜を

MOVPE成長させた。Fig.1に、NH3流量 0.1 slmおよび 4.0 slmの条件で成長させた AlN薄膜の

CLスペクトルを示す。高 NH3流量条件では AlN中の残留 O濃度が低下し、VAl(ON)n (n = 1~3)に

起因すると同定されている[6]深い準位による発光帯（3.1-3.7 eV）の強度が低下した。しかしな

がら、高 NH3流量で成長させた AlN薄膜においても室温におけるバンド端発光（5.8-6.3 eV）の

発光寿命は 1 ps程度と短かった。従って、4-8108 cm-2程度の密度では、未だ貫通転位がint改善

を妨げている可能性が高い。 
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Fig. 1. CL spectra for AlN epitaxial films grown on high-temperature-

annealed sputtered AlN templates with various NH3 flow rates. 
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